
【公報種別】商標公報の訂正
【発行日】令和６年９月５日（２０２４．９．５）

【登録番号】商標登録第６８３４３１９号（Ｔ６８３４３１９）
【掲載公報発行日】令和６年８月２３日（２０２４．８．２３）
【年通号数】登録公報（商標）２０２４－１５８

【区分】９
【出願番号】商願２０２３－１２９９３９（Ｔ２０２３－１２９９３９）

【訂正要旨】【商標権者】の【住所又は居所】に誤り，【住所又は居所原語表記】の誤載により以下のとおり
訂正する。
（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）

（４５０）【発行日】令和６年８月２３日（２０２４．８．２３）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第６８３４３１９号（Ｔ６８３４３１９）

（１５１）【登録日】令和６年８月１５日（２０２４．８．１５）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１

（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第９類　セキュリティ機能をサポートするオペレーティングシステムプログラム用の記録されたメモリコント
ローラーファームウェア（すなわち、ユニークデバイス識別子、セキュアブートモード、ＮＡＮＤアクセスモ

ード制御、動的に調整可能なドライブ容量、セキュア消去機能、ライトプロテクション、暗号化機能付きのも
の），セキュリティ機能をサポートするオペレーティングシステムプログラム用のファームウェアが記録され

たメモリモジュール（ユニークデバイス識別子、セキュアブートモード、ＮＡＮＤアクセスモード制御、動的
に調整可能なドライブ容量、セキュア消去機能、ライトプロテクション、暗号化機能付きのもの），耐久性と
信頼性の機能を備えたダイナミックランダムアクセスメモリデバイスで構成されたメモリモジュール（サーマ

ルスロットリング、産業用温度範囲コンポーネント、コンフォーマルコーティング、硫黄対策抵抗器、アンダ
ーフィル、およびリテンションクリップ付きのもの），メモリーモジュール、即ちＤＲＡＭ搭載、フラッシュ
搭載又はＤＲＡＭ及びフラッシュ搭載のデュアルインラインメモリーモジュール（ＤＩＭＭ），集積回路，半

導体チップ，サーマルスロットリング、擬似ＳＬＣサポート、ウェアレベリング、ガベージコレクション（Ｇ
Ｃ）、ＴＲＩＭコマンドサポート、及びオーバープロビジョニング（ＯＰ）などの耐久性機能を有するフラッ
シュメモリデバイスを搭載したメモリーモジュール，メモリーモジュール、すなわちフラッシュベースのソリ

ッドステートドライブ（ＳＳＤ）、取り外し可能なフラッシュドライブ、及びフラッシュメモリカード，メモ
リーモジュール，メモリー拡張モジュール，集積回路モジュール 　　　　
【国際分類第１２版】 　　　　
（２１０）【出願番号】商願２０２３－１２９９３９（Ｔ２０２３－１２９９３９）
（２２０）【出願日】令和５年１１月２２日（２０２３．１１．２２）

（７３２）【商標権者】
【識別番号】５１８４１５０６０
【氏名又は名称】深▲せん▼市江波龍電子股▲ふん▼有限公司
【氏名又は名称原語表記】Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　ｌｏｎｇｓｙｓ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏ．，　Ｌｔ
ｄ．
【住所又は居所】中華人民共和国広東省深▲せん▼市前海深港協力区南山街道聴海大道５０５９号鴻栄源前海
金融センター二期Ｂ座２００１、２２０１、２３０１



（７４０）【代理人】
【識別番号】１１００００７９６

【氏名又は名称】弁理士法人三枝国際特許事務所
【法区分】平成２３年改正
【審査官】菅沼　結香子

（５６１）【称呼（参考情報）】ロングフォース、ロング、フォース
【検索用文字商標（参考情報）】ＬＯＮＧＦＯＲＣＥ

【類似群コード（参考情報）】
第９類　１１Ｃ０１

(2) 商標公報６８３４３１９


